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(54) Metalizadni struktury integrovanych obvodd

na bédzi hliniku

(57) Otelem reSeni je odstrandni problémi
fotolitografického zpracovéni metalizace

na b4zi hliniku Al a soufasn& vytvoieni me-
talizace vyrobn& pouZitelné pro montéZ in-
tegrovanych obvodd zlatym drétem na montéz-
nich automatech.

Uvedeného G8elu se doséhne tim, Ze se pied
depozici metalizadni vrstvy (6) E€istého
hliniku Al provede nejprve naprédeni zéro-

dedné vrstvy (5) ze slitiny hlinfku Al, ob-

sahujici prim8si kiemiku Si od 0,1 do 2 ¥
a/nebo m&di Cu od 0,1 do 4 % o tlouStce 5
az 30 nm, na kterou se v jednom depozi&nim
ﬁyklg napra8i metaliza&ni vrstva (6) hlini-
u Al, '

ReSeni lze vyuzit pii vyrob¥ integrovanych
obvodd a dalsich polovodi&ovych souléstek.
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Vyndlez se tyké metalizadni struktury integrovanych obvodd na bézi hliniku Al, se-
stévajici ze zérodeZné vrstvy a vrstvy Eistého hliniku Al.

U integrovanych obvodd vysoké sloZitosti je trend zmen$ovéani horizontélnich i ver-
tik4lnich rozmérh pouiityéh polovodiZovych prvki, U metalizadni sit& se vyZaduji uzsi
linie, v&t&i hustota linii, nizky elektricky odpor vodi&h a nizky kontaktni odpor. U vi-
cefiroviové metalizace k tomu pFistupujf poZadavky na nizky metaliza&ni odpor a dobré po-
kryvani vertikélnich motivit. Jak jednoﬁrovﬁové, tak vicelGrovnovd metalizace nesmi degra-
dovat vlastnosti PN pFechodd a musi vykazovat dobré montéZni vlastnosti.

V soufasné dob# se metaliza&ni sit& vytvéfeji napradovénim nebo napafovénim. Vrch-
nf vrstva metalizace byv4d bud na bédzi hlinfku Al a je tvofena vrstvou &istého hliniku Al
respektive dvojvrstvou titanwolframu TiW-Al, nebo na bazi slitiny hliniku Al obsahujici
jako piim#s kFemik Si a n&d Cu a je potom tvoifena touto slitinou nebo dvojvrstvou sliti-
na hlinike Al-Al. Tlou¥tky vrchnich hlinikovych metalizaci jsou minim&dln& 1 000 nm,
tloustka TiWw byva od 120 nm do 160 nm, dvojvrstva slitina Al-Al mé& celkovou tloustku mi-
nimélng& 800 nm, piidem? pomdr tloustEk slitina Al-Al byvéd od 1 : 10 do 10 : 1. Vrstvy
Zistého hliniku Al a dvojvrstvy TiW-Al maji vyhovujici mikrotvrdost a jsou tedy vhodné
pro viechny pou%ivané druhy montédZe. Nejsou vEak odolné proti ristu Gtvard typu "hillock®
a nemaji dobré vliastnosti z hlediska tvarovani jemnych struktur. P#i lepténi vrstvy hli-
niku Al dochézi k nereprodukovatelnym procestm, které zplisobuji lok&lnf zuZovéni linii
tzv. vykusovéni, zejména na hrandch vertikdlnich motivd.

Pouzivané vrstvy ze slitiny hliniku Al a dvojvrstva_slitina'Al—Alf odstranujici vy-
kusovéni a potlafujici riist Gtvark typu "hillock®, vykazuji na druhé stran& nevyhovujici
mikrotvrdost, a tim nejsou vhodné pro montéZ integrovanych obvodit zlatym drétem na auto-
matickych montéZnich zaiizenich.

Vy8e uvedené nedostatky odstranuje metalizadni struktura integrovanych obvodi na
bézi hlinfku Al, sestévajici ze zérode&né vrstvy Al-Si-Cu, obsahujfci piimési kifemiku
si od 0,1 % do 2 % hmot. a/nebo m&di Cu od 0,1 % do 4 % hmot., na kterou je nanesena me-
taliza¥ni vrstva hlinfku Al, podle vyndlezu, jehoZ podstata spo&ivé v tom, e zérodelné
vrstva Al-Si-Cu je vytvofena o tlou$tce 5 aZ 30 nm.

Vyhodou vynélezu je, Ze.pii zachovéni odolnosti proti vykusovéni hran vyleptanych
motivi, pti odolnosti proti ristu dtvard typu "hillock" pii teplotéch do 200 ¢ a pii
zachovéni specifického odporu ¢ < 3 ufkcm, je dosa¥eno vyhovujici mikrotvrdosti, &imz
se dos&hne montéZnich vlastnosti srovnatelnych s montéinimi vlastnostmi vrstvy Al.

Na pripojeném vykrese je zn&zornén piriklad kontaktu s metaliza&ni strukturou podle

vYnélezu.

Na kitemikové zékladn& 1 s vytvofenou kontaktovanou oblasti je nanesena vrstva 2
§i0,, ve které je vybvoieno kontaktovaci okno s nanesenou vrstvou 3 silicidu platiny
PtSi. Dale je nanesena vrstva 4 TiW, zérodetné vrstva 5 ze slitiny AlCu4Sil a metaliza&-
ni vrstva 6 Gistého hliniku Al.

Kontakt ke kremikové zékladn& 1 se vytvori pomoci vrstvy 3 PtSi. Po odstran&ni na-
tivniho oxidu z povrchu PtSi se provede napré$eni 120 nm pseudoslitiny wolframu W a 10 %
hmot. titanu Ti jako odd&lovaci vrstva 4 TiW, déle se naprasi z4rode&né vrstva 5 ze sli-
tiny AlCu4Sil o tIou¥tce 5 a¥ 30 nm a vrstva 6 Sistého hliniku Al o tloustce 1 500 nm.
po fotolitografickém zpracovdni tveii tyto vrstvy metaliza¥ni propojovaci sit 8 odd&lo-
vaci vrstvou 4 TiW. ’

Slitina hliniku s m&di a kiemikem AlCu4Sil méZe byt nahraZena slitinou hliniku Al
s kiemikem Si s obsahem kiemiku Si od 0,1 % do 2 %, respektive slitinou hliniku Al s mé-
d$ Cu s obsahem m&di Cu od 0,1 % do 4 %. Piitom tlou$tka odd&lovaci vrstvy 4 TiW se po-
hybuje od 120 do 160 nm, tloutka vrstvy 6 hlinfku Al je minim4dln¥ 1 200 nm. Takto lze
pou¥fvat strukturu AlCu4Sil-Al misto gistého hliniku Al a strukturu TiW-AlCu4Sil-Al mis-
to dvojvrstvy TiW-Al, prifemZ tloustka vrstvy 5 slitiny AlCu4Sil je 5 nm aZ 30 nm,
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vyndlez lze pouiit pii vyrob& integrovanych obvodid a dal§ich polovodidovych sou~
tastek.

PREDMET VYNALEZU

Metaliza¥ni struktura integrovanych obvodd na bazi hliniku Al, sestdvajici ze 24~
rodeéné vrstvy Al-Si-Cu, obsahujici primési kiemiku Si 0,1 % aZ 2 % hmot. a/nebo m&di .
Cu 0,1 % a% 4 % hmot., na které je nanesena metaliza&ni vrstva hlinfku Al, vyznadujici
se tim, %e zérode&nd vrstva (3) Al-Si-Cu je vytvofena o tlou¥fce 5 nm aZ 30 nm.

1 vykres
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